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1. 研究背景 

 ヘテロ接合型結晶シリコン太陽電池は高い

開放電圧および高い変換効率を実現できると

して注目を集めている。これに大きく寄与して

いるのがパッシベーション層として用いられ

る真性水素化アモルファスシリコン（i-a-Si:H）。

従来では、i-a-Si:H は SIH4 を原料として用い、

プラズマ CVD 法で作製される。本研究では、

i-a-Si:H パッシベーション膜を対向ターゲット

スパッタ（FTS）法を用いて作製することを検

討する。この手法は毒性ガスを使用しないため、

安全設備に関わるコストを削減できる。また、

従来のスパッタ製膜と比べて、基板と界面への

ダメージなどが大幅に低減できる。本研究では、

FTS 法で作製した i-a-Si:H を c-Si のパッシベー

ション膜として用い、少数キャリア実効ライフ

タイムと、分光エリプソメトリーにより解析し

たパラメータとの相関を調べた。 

 

2. 実験方法 

厚さ 280 µm の n 型 c-Si 基板（FZ, 1–5 Ω·cm, 

<1 0 0>配向）の両面に FTS 法により作製した

i-a-Si 薄膜を堆積した。H2/Ar 比は 0.06、製膜

圧力は 0.1 Pa とした。少数キャリアライフタイ

ムは QSSPC 法を用いて評価した。薄膜のパッ

シベーション効果を高めるために製膜後に熱

処理を施した。また、光学特性は分光エリプソ

メトリーを用いて求めた。薄膜の解析には

Tauc-Lorentz を用い、表面ラフネスはないと仮

定した。 

 

3. 実験結果 

 Figure 1(a) および (b)にそれぞれ熱処理温

度に対する少数キャリア実効ライフタイムと

光学バンドギャップ（Eg）を示す。熱処理温度

0 ℃は製膜直後の値に相当する。200–300 ℃の熱

処理により実効ライフタイムが大幅に向上する

が、より高温では劣化する。Egは同様の傾向を示

し、実効ライフタイムと Eg との間に相関がある

ことが示唆されている。200–300 ℃の熱処理によ

り欠陥が終端され、バンドテイルが減少し、その

結果 Egが広がったと考えられる。 
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Fig. 1 Relation between annealing temperature and 

(a) effective lifetime and (b) optical bandgap Eg. 
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